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１．概要（Summary） 

光通信分野の伝送装置内にセラミック基板上に形

成されたキャパシタが使用されている。現在はキャパ

シタの誘電体として SiO2 膜を用いているが，より高

耐圧化，且つ微細化のため，高誘電率化が実現できる

キャパシタを要求されている。SiO2膜に代る高誘電体

膜としてシリコン窒化膜を用いたキャパシタの製造，

評価を行うことを目的とする。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

住友精密 PECVD装置，アルバック 多用途 RIE装置，

Dektak段差計，膜厚計 

【実験方法】 

SiO2 誘電膜を使用した既存のキャパシタ製品の製造

工程において，SiO2成膜工程を住友精密 PECVD装置

を用いたシリコンナイトライドの成膜に変更してキャパシタ

の形成を行った。シリコンナイトライド形成条件として，膜

応力と耐圧の関係性の評価を行うために，Tensile 条件と

Compressive 条件にて成膜を行った。キャパシタ形成時

のシリコンナイトライドのエッチングはアルバック 多用途

RIE装置を用いて行った。シリコンナイトライドの成膜後の

膜特性評価として、Dektak 段差計により測定した反り量

による応力評価、膜厚計による膜厚評価を実施した。キャ

パシタ形成後はインピーダンスアナライザによる容量測定、

半導体パラメータアナライザによる耐圧測定を実施した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Table. 1に成膜したシリコンナイトライドの膜特性とキャ

パシタの容量特性を示す。膜厚は 5 ポイント測定の結果

であり，Tensile 条件と Compressive 条件で有意差の無

い膜厚が得られた。容量値は40ポイントの結果であり，容

量平均値，標準偏差ともにシリコンナイトライドの応力によ

る有意差は見られなかった。 

Fig. 1に Tensile条件と Compressive条件のシリコン

ナイトライドを誘電膜としたキャパシタを用いた IV 特性測

定結果を示す。測定条件は 0～180 Vの 2 V stepで行っ

た。キャパシタの耐圧にバラツキはあるものの，シリコンナ

イトライドの条件による有意差は見られなかった。 

シリコンナイトライドを誘電膜としたキャパシタ

において，シリコンナイトライドの応力はキャパシタ

の特性に大きな影響は及ぼさないと考えられる。 

 

Table. 1: The film characteristics of silicon nitride 

and the capacitance characteristics 

 

 

    Fig. 1:  The IV characteristic of capaciotor 
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